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※研究概要（Summary ）： 

 センサ素子及び Al 電極が形成された Si ウェーハに

対して、Si 異方性エッチング（KOH）によるダイア

フラム形成を行なった。 

KOH エッチングの保護膜として SiN を使用するが、

対象のウェーハには既に Al 電極が形成されており、

LP-CVD などの高温プロセスによる成膜が不可であ

った。そこで比較的低温で成膜が可能な PE-CVD に

よる SiN をエッチング保護膜として使用した。 

 
※実験（Experimental）： 

センサ素子が形成されたウェーハの裏面に対し、以

下のプロセスを行なった。 

１．SiN 形成（PE-CVD、MPX-CVD） 

２．フォトリソ（マスクアライナ、Suss MA-6） 

３．SiN パターニング（RIE、アネルバ DAE-506） 

４．Si 異方性エッチング（KOH、エッチング装置） 

５．SiN 除去（HF エッチング、HF ドラフト） 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

SiNを保護膜として 400umの Siエッチングを行な

った場合の例を図 1 に示す。PE-CVD による SiN 膜

を使用した場合でも、十分なエッチング選択比が得ら

れ、目的とした形状のダイアフラムを形成することが

できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※その他・特記事項（Others）： 

・参考文献 

マイクロ・ナノデバイスのエッチング技術（シーエムシ

ー出版） 

 

 

図１．ダイアフラム形成後の写真 


